
格兰德微电子 YTD2202D

降压型（BUCK）恒压调节器

无锡格兰德微电子科技有限公司（以下简称“格兰德”）保留不发布通知而对该产品和服务随时进行更改，补充，改进和其他变动的权利。用户敬

请在购买产品之前获取最新的相关信息并核实该信息是最佳的和完整的。所有产品在订单确认后将遵从格兰德的销售条例进行销售。本资料内容未经

格兰德许可，严禁以其他目的加以转载或复制等。对未经销售部门咨询使用本产品而发生的损失，格兰德不承担其责。

地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 1501 室

电话：86-510-85388846

特点

- 降压型（BUCK）恒压输出调节器

- 宽输入电压范围（25-150V）
- 固定 5V输出电压，支持 1.5A负载电流

- 待机功耗低于 100mW
- 多种模式控制，无异音工作

- 无需环路补偿电路

- 优异的线性调整率和负载调整率

- 固定 180kHz频率工作

- 优秀的动态响应

- 纹波噪声低

- 内置软启动

- ESOP8封装

保护

- 输出过压保护（OVP）
- 输出过载保护（OLP）
- 系统过温保护（OTP）

- 芯片供电欠压锁定（UVLO）
- 逐周期限流保护（OCP）
- 电流采样前沿消隐（CSLEB）

应用

- 应用于 POE、电池供电系统的降压型（BUCK）恒压输出

图 1 应用示意
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封装和订购信息

型号 材料情况 封装 工作环境温度范围 内置 MOSFET规格 包装

YTD2202D ROHS ES0P8 -40℃至 105℃ 150V350mohm 编带卷装 4000颗/卷

封装及引脚排布（俯视图）

图 2 引脚排布

注 1：芯片丝印请参考“丝印命名规则”部分。

引脚功能定义

管脚号 管脚名称 功能描述

1,
底部焊盘

VIN 内部功率 MOS的漏极，接输入电源

2 FB
输出电压反馈引脚

通过图 1所示 D-C 采样保持并反馈输出电压

5 VCC
芯片供电引脚

通过在“VCC”和“GND”之间连接一个电容以稳定芯片供电

6 GND 芯片功率地和信号地

8 CS MOS电流采样和最大电流设定引脚

3, 4, 7 NC 无电气连接引脚

http://www.grandemicro.com
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内部框图

图 3 内部框图
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极限参数
注 2

参数 符号 值 单位

“VIN”引脚电压范围 VVIN -0.3 ~ 150 V

“VCC”引脚电压范围 Vcc -0.3 ~ 30 V

“FB”, “CS”引脚电压范围 VFB, VCS -0.3 ~ 7 V

人体模型静电放电能力
注 3 ESDhbm 2000 V

工作结温范围 Tj -40 ~ 150 ℃

工作环境温度范围 Ta -40 ~ 105 ℃

存储环境温度范围 Tstg -55 ~ 150 ℃

引脚温度最大值（< 20 s 焊接） Tlead 260 ℃

结到环境热阻最大值 θthja 50 ℃/W

注2：“极限参数”是指工作点超出该参数，芯片有可能永久性损坏；工作点长时间近似等于该参数，芯片可靠性有可能降低。

注3：带电元件和电路板会在不易被觉察的情况下放电。尽管本产品具有专用静电保护电路，但是在高能静电放电情况下，芯片仍有可能会受到损伤而

导致性能退化或功能丧失。因此，用户仍然有必要采取适当的ESD预防措施。
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电气参数
注 4（如无特别说明, Ta = 25℃）

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

VCC
VCC启动电压阈值 VCC_ON VCC上升 13.5 V
VCC欠压保护阈值 VCC_UVLO VCC下降 7.5 V
芯片启动电流 ICC_ST VCC上升，但 VCC<VCC_ON 40 µA
芯片工作电流 ICC_OP VFB=float，Vcc=18V 140 µA

PWM
振荡器频率/开关频率 FSW_nor 180 kHz
过载保护工作频率 FSW_OLP 0.666 Hz
软启动时间 Tss 2.6 ms
最大占空比 Dmax 80 %

FB
输出过压保护阈值 VFB_OVP 1.2*VFB
输出过载保护阈值 VFB_OLP 0.82*VFB V
输出过载保护延时 TTD_OLP 30 ms
自动恢复延迟时间 TAUTO_RECOVERY 1.5 s

CS
峰值电流阀值 VIPK 1100 mV
电流采样前沿消隐时间 TLEB_CS 100 ns

MOSFET
漏-源击穿电压 BVDSS 150 V
漏-源导通电阻 RDS_ON 350 mohm

过温保护

过温保护阈值 TOTP_TH 150 ℃

过温保护迟滞 TOTP_HYS 20 ℃

注4：“电气参数”典型值由设计和测试统计保证，最小值和最大值由测试统计保证。
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功能描述和应用建议

YTD2202D 是一款 DC-DC 降压型（BUCK）恒

压调节器。采用特有的多模式控制术，只需要极少的

外围组件就可以达到优异的恒压特性。

软启动功能

系统上电后，输入电压通过内部 JFET对 VCC电

容进行充电，当 VCC电压达到芯片的开启阀值时，

芯片开始工作。

芯片内集成有 2.6ms（典型值）的软启动电路，

在芯片的启动过程中第一个 1300us系统的CS基准为

0.3V，接下来一个 1300us系统的 CS基准为 0.6V，软

启动结束后 CS基准为 1.1v。每次系统的重新启动都

会伴随着一次软启动过程。

PWM
芯片采用 PWM/PFM多模式控制技术，能有效降

低系统待机功耗，提高效率，并减小系统工作在轻载

时的噪声。重载时工作在 CCM，轻载及空载时工作

在 DCM和打嗝模式；工作在 DCM和 CCM时，系统

是以固定时钟（180kHz）开启驱动，CS峰值电流检

查关闭驱动结束；芯片内部集成误差放大器采集输出

反馈信号 FB与内部基准电压比较，并将放大信号转

换成电流叠加在 CS电阻上时时调节电感峰值电流从

而达到调节稳定 Vout的作用。

输出电压的设置

芯片通过图 1所示二极管+电容采样保持并反馈

输出固定 5V电压。

如果需要增加输出电压，则可以通过在图 4所示

二极管+电容采样保持电路中串入稳压二极管，需要

在 5V基础上增加多少输出电压则串入对应的稳压二

极管。比如需要输出 9V输出电压，则串入 9V-5V=4V
的稳压二极管。

功率电感的设计

YTD2202D可工作于 CCM、DCM等多种工作模式，

对于电感的选择涉及电感量、峰值电流以及平均电流。

最终根据电感成本、尺寸以及系统效率来决定电感的

大小。小感量可以减小尺寸、降低成本以及改善系统

动态响应，但是，同时会增加电感的峰值电流和输出

纹波并且降低系统效率。相反的，大感量

图 4典型应用图

可以提高效率，因为需要更多线圈数，物理体积也会

更大，动态响应也会变的更慢。综合电感成本、尺寸、

系统效率以及动态响应，推荐电感纹波电流系数 r不
小于 25%，工作在 CCM模式下，然后，根据输入、

输出电压、系统开关频率、满载输出电流以及推荐的

电感纹波电流ΔIL估算电感量，可参考如下公式：

LSWVIN

VOUTVINOUT

IFV
VVVL





**
)(

（1）

其中， rII outL * ,系统满足工作进入CCM模式，

VVIN按照系统的最高VBUS电压，FSW为满载时的工作频

率，ΔIL为电感中变化的电流，r为电流纹波系数，当

r=2，系统工作在BCM模式，如果需要设计满足满载

轻度进入CCM模式，建议r<2。

峰值电流

当系统的电感量或者电流纹波系数r确定后，就

可以计算出对应电感的中的峰值电流和谷底电流点，

可用如下公式表示：
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由芯片的ILIMIT参数可推算出最大的过载电流。

输入电容选择

输入电容的用处在于输入电压以及MOSFET开
关尖峰的滤波。由于降压转换器的输入电流是非连续

的，需要电容对交流电流进行吸收，以保证平稳的输

入电压。另外，输入电容需要能承受足够的电流波纹。

输入纹波电流有效值估算如下：

)1(__ DDII MAXORMSIN  （4）
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VIN

OUT

V
VD  （5）

注:为了减小噪声，输入电容建议采用电解电容。

输出电容选择

输出电容的作用是输出电压的滤波以及输出动

态电流的供应。当输出电流恒定时，输出纹波主要由

输出电容的ESR以及容量决定。

CRIPPLEESRRIPPLERIPPLE VVV __  （6）

ESRIV LESRRIPPLE _ （7）

SWOUT

L
CRIPPLE fC

IV




8_ （8）

续流二极管选择

为了提高系统的工作效率，续流二极管尽量使用

具有低导通压降的肖特基二极管。续流二极管的反向

击穿电压需大于BUCK电容输入电压，且留有余量。

假负载电阻选择

系统中假负载作用是防止空载或轻载时输出电

压飘高。假负载阻值过大会导致空载时输出电压飘高，

而阻值过小会影响实际的带载能力，也会增大系统的

待机功耗，因此需要合理的设置假负载阻值，5V输出

应用推荐为510ohm。

逐周期峰值电流限制和前沿消隐

YTD2202D 内置的峰值电流检测阀值具有随系

统工作变化而变化的特点，并通过内置 CS实现对电

感峰值电流的调制。当内置 CS采样到的电压超过该

阀值是，功率MOSFET立刻关断直至下一个开关周

期开始。

同时芯片内置前沿消隐电路（TLEB_CS=100ns），
消隐期间，内部的逐周期峰值电流比较器会被屏蔽而

不能关闭MOSFET。

过载保护

YTD2202D通过 FB引脚来实现输出电压的过载、

短路保护。当 FB电压低于设定电压且保持 30ms，芯

片即实现输出过载保护。保护后，功率MOS关断，

芯片振荡器工作在最低频率为 0.666Hz，保护发生后，

芯片会定时 1.5s重新检测 VCC电压，如果过载、短

路解除，则正常工作，如未解除，继续保护。

过热保护功能

YTD2202D内置过热保护电路，会检测芯片的内

部结温，当芯片表面温度超过 150°C时，系统关闭；

当表面温度回到 130°C，系统恢复正常工作。

PCB 设计注意事项

1. 旁路电容（Cvcc）紧靠芯片，尽量缩小 VCC引脚经

Cvcc到 GND引脚的环路面积。

2. 注意区分功率地和信号地。在保证足够通流能力的前

提下尽量缩小功率地布线面积以减小电磁干扰；Cvcc至
GND 引脚之间的连线属信号地。功率地和信号地采用

单点连接至 GND引脚。

3. 在保证通流能力的前提下尽量缩小输入电容（Cin），
MOSFET 和续流二极管构成的环路面积以减小电磁干

扰。

4. 芯片的底部焊盘是 VIN等电位，可以用作加强散热。

但是 VIN 是高动态电位，过大的 VIN 等电位覆铜处理

方式会带来电磁干扰，需要恰当平衡。
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型号命名规则

YT X X X X X X XX

Package type

Function type

The fifth function type

D Function type

The fourth function type

2 Function type

The third function type

0 Function type

The second function type

2 Function type

The first function type

2 Function type

Product type

D DC-DC

The company name prefix

YT Grandemicro

丝印命名规则

Part No.


Date Code
Special Note

Part No. YTD2202D
Date Code P: Packing site; Y: Year; W:Week; S: Series; F: MOSFET.

Special Note
Use obvious mark like “H”, “L” to distinguish the key features like CS reference or OVP reference
etc. if necessary.

 The first pin marked
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封装

ESOP-8
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版本历史

版本 日期 描述

A0 2023年7月 初稿

A1 2024年7月 发布版本
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